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Требования к пропускным способностям волоконно-оптических линий связи непрерывно растут. Тем не менее, существуют фундаментальные ограничения на скорость передачи данных с использованием любой фиксированной частоты. Увеличить пропускающую способность волоконной линии связи можно, увеличив число частот, передающих сигнал. Таким образом, поиск источников света в спектральном диапазоне 1.7 – 3.5 мкм и удвоенной частоты излучения на 0.85 – 1.75 мкм, особенно имеющих частоты, отличные от уже используемых в существующих устройствах,  имеет большое практическое значение. Молекулярные структуры с ионами группы железа в проводниках АIIВVI (А=Zn, Cd; B=O, S, Se, Te) имеют ИК люминесценцию и лазерную генерацию в диапазоне прозрачности оптических волокон 1.5 – 3 мкм и были выбраны в качестве материала исследования. Кроме уже упомянутых способов применения, мощные источники света в спектральном диапазоне 1.7 – 3.5 мкм и удвоенной частоты излучения на 0.85 – 1.75 мкм широко востребованы для научных, технологических и медицинских целей. [
]. 
C разработкой общей теории лигандной структуры окружения ионов группы железа (Co2+, Ni2+ и Fe2+) [
, 
] появилась возможность рассчитать весь набор параметров областей люминесценции ионов группы железа в полупроводниках АIIВVI.
Целью работы является расчёт параметров массива областей люминесценции в ионах Co2+, Ni2+ и Fe2+, введённых в полупроводники АIIВVI в диапазоне длин волн (1,5 – 3) мкм и сравнение результатов расчёта с результатами экспериментальных исследований других авторов [
].
***

С использованием нового способа аппроксимационной параметризации матриц для легированных Co2+, Ni2+ и Fe2+ материалов AIIBVI, определены спектральные области люминесценции, силы осцилляторов и времена жизни для каждого перехода в ионах Co2+, Ni2+ и Fe2+ в массиве ZnO, ZnS, ZnSe, ZnTe, CdO, CdS, CdSe, CdTe [
]. 
Таблица 1. Положение полос поглощения, полученное теоретическим и экспериментальным методом, приведенное в нанометрах

	Ион Co2+ в ZnS
	Ион Co2+ в ZnSe
	Ион Co2+ ZnTe

	эксперимент
	теория
	эксперимент
	Теория
	эксперимент
	теория

	200-400
	250-400
	200-500
	250-550
	200-1000
	250-900

	650-800
	500-750
	700-800
	700-850
	1600-1800
	1800-2000

	1400-1550
	1500-1700
	1550-1700
	1600-1800
	1850-3100
	3200-3400

	2700-2850
	2700-2900
	1900-3050
	3000-3150
	
	


Разница границ полос поглощения полученных теоретическим и экспериментальным методом колеблется в пределах 50-100нм, что примерно соответствует погрешности данных полученных из экспериментальных источников.
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